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GaN 基板上低キャリア厚膜 n-GaN ショットキー接触の評価（２） 
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はじめに：高耐圧で立ち上がり電圧の低い GaN ショットキーダイオードの開発［1］が GaN 自立基板の普

及［2］に伴い加速している。高耐圧化の実現には高品質でキャリア濃度が低く、厚膜の n-GaN 層が不可欠で

ある。しかし、Siドーピング濃度が 1×10
16 

cm
-3程度まで低下するとCアクセプタによる補償の影響によりキ

ャリア濃度が予想より低くなる。C 原子の混入は実際の MOCVD 成長では避けがたく、補償効果を考慮した

上で、安定したキャリア濃度を得ることが必要である。しかし、C は深い準位の欠陥をも形成することから、

デバイス特性への影響が懸念される。我々は前回、Si濃度が 10
16 

cm
-3前半で意図的にC 濃度を変化させたGaN

基板上厚膜 n-GaN ショットキー接触の初期的な特性を報告［3］した。今回は障壁高さの不純物濃度依存性を

評価した結果を報告する。 

試料の作製：図 1 に試料構造を示す。GaN 自立基板上に MOCVD 法で低 Si ドープ n-GaN を成長した。比

較的キャリア補償が大きく起きる量まで、成長条件により C 濃度を変化させ、合計 9 種の試料を用意した。

電極形成は, 電子ビーム蒸着法により, Au/Niショットキー電極,及びAl/Tiオーミック電極を電子ビーム蒸着し

た。 

結果と考察：図 2 に典型的な I-V 特性、および図 3 に I-V 特性から求めた障壁高さと C-V 特性から求めた

不純物濃度（ND-NA）との相関を示す。なお直列抵抗が高い場合、Norde プロット［4］を用いてその影響を差

し引いて障壁高さを算出した。不純物濃度が 5×10
15

cm
-3以上の試料では障壁高さが 1.1eV 付近の値を示して

いる。不純物濃度が低下すると障壁高さが変わらない試料と、1.3eV程度に増加する試料に分かれる。このよ

うな非常に低い不純物濃度では、補償効果のわずかなバランスの変動により電極界面に部分的に高抵抗層が

形成され、見かけの障壁高さが増加したと考えられる。
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V [V]図 1，試料の構造 

図 3，障壁高さのキャリア濃度依存性 図 2，(a)順、(b)逆方向 I-V特性 
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